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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T15651的第5-5部分。GB/T15651已经发布了以下部分:
———半导体器件 分立器件和集成电路 第5部分:光电子器件(GB/T15651—1995);
———半导体分立器件和集成电路 第5-2部分:光电子器件 基本额定值和特性(GB/T15651.2—

2003);
———半导体分立器件和集成电路 第5-3部分:光电子器件 测试方法(GB/T15651.3—2003);
———半导体器件 分立器件 第5-4部分:光电子器件 半导体激光器(GB/T15651.4—2017);
———半导体器件 第5-5部分:光电子器件 光电耦合器(GB/T15651.5—2024);
———半导体器件 第5-6部分:光电子器件 发光二极管(GB/T15651.6—2023);
———半导体器件 第5-7部分:光电子器件 光电二极管和光电晶体管(GB/T15651.7—2024)。
本文件等同采用IEC60747-5-5:2020《半导体器件 第5-5部分:光电子器件 光电耦合器》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———范围中删除了注的内容,“optocoupler”与“photocoupler”的英文翻译成中文都是光电耦合器。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。
本文件起草单位:中国电子技术标准化研究院、中国电子科技集团公司第四十四研究所、威凯检测

技术有限公司、中国电子科技集团公司第十三研究所、国网江苏省电力有限公司。
本文件主要起草人:刘秀娟、赵英、张佳宁、曹勇、崔波、龚磊、徐晓轶、刘东月、成先文、霍福广。
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引  言

  制定GB/T15651系列的第5-5部分,为光电耦合器产品的测试、评价等提供适当的依据。

GB/T15651系列的第5部分是半导体光电子器件的系列标准,主要规定了光电子器件的总体要

求、基本额定值和特性、测试方法、半导体激光器、光电耦合器、发光二极管、光电二极管和光电晶体管等

器件的技术要求、质量保证规定等内容,拟由以下几个部分构成。
———第5部分:光电子器件。目的在于给出半导体光发射器件、半导体光电探测器件、半导体光敏

元器件、内部工作机理与光辐射有关的半导体器件和分类型器件的标准。
———第5-2部分:光电子器件 基本额定值和特性。目的在于给出半导体光电子发射器件、半导体

光电探测器件、半导体光敏器件、内部进行光辐射工作的半导体器件及分类为光电子器件的基

本额定值和特性,用于光纤系统或子系统的除外。
———第5-3部分:光电子器件 测试方法。目的在于给出光电子器件的测试方法,用于光纤系统或

子系统的除外。
———第5-4部分:光电子器件 半导体激光器。目的在于规定半导体激光器的基本额定值、特性及

测试方法。
———第5-5部分:光电子器件 光电耦合器。目的在于规定光耦合器的术语、基本额定值、特性、安

全试验及测量方法。
———第5-6部分:光电子器件 发光二极管。目的在于规定发光二极管的术语、额定值和特性、测

试方法和质量评估方法。
———第5-7部分:光电子器件 光电二极管和光电晶体管。目的在于规定光电二极管和光电晶体

管的术语、基本额定值和特性以及测量方法。
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半导体器件 第5-5部分:
光电子器件 光电耦合器

1 范围

本文件规定了光电耦合器的基本额定值、特性、安全试验及测试方法。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2421—2020 环境试验 概述和指南(IEC60068-1:2013,IDT)

GB4943.1—2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求(IEC62368-1:

2018,MOD)

  注:GB4943.1—2022被引用的内容与IEC62368-1:2018被引用的内容没有技术上的差异。

GB/T16935.1—2023 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验(IEC60664-1:

2020,IDT)

IEC60068-2-1 环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温(Environmentaltesting—Part2-1:

Tests—TestA:Cold)

IEC60068-2-2 环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温(Environmentaltesting—Part2-2:

Tests—TestB:Dryheat)

IEC60068-2-6 环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)[Environmentaltesting—

Part2-6:Tests—TestFc:Vibration(sinusoidal)]

IEC60068-2-14 环境试验 第2部分:试验方法 试验 N:温度变化(Environmentaltesting—

Part2-14:Tests—TestN:Changeoftemperature)

IEC60068-2-17 环境试验 第2部分:试验方法 试验Q:密封(Basicenvironmentaltestingpro-
cedures—Part2-17:Tests—TestQ:Sealing)

IEC60068-2-20 环境试验 第2-20部分:试验方法 试验T:具有引出端的器件的耐焊接热以

及可焊性试验方法(Environmentaltesting—Part2-20:Tests—TestT:Testmethodsforsolderability
andresistancetosolderingheatofdeviceswithleads)

IEC60068-2-27 环 境 试 验 第2部 分:试 验 方 法 试 验 Ea和 导 则:冲 击(Environmental
testing—Part2-27:Tests—TestEaandguidance:Shock)

IEC60068-2-30 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db交变湿热(12h+12h
循环)[Environmentaltesting—Part2-30:Tests—TestDb:Dampheat,cyclic(12h+12hcycle)]

IEC60068-2-58 环境试验 第2-58部分:试验方法 试验Td:表面组装元器件可焊性、金属化层

耐溶蚀性和耐焊接热的试验方法[Environmentaltesting—Part2-58:Tests—TestTd:Testmethods
forsolderability,resistancetodissolutionofmetallizationandtosolderingheatofsurfacemounting
devices(SMD)]

IEC60068-2-78 环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验(Environmentaltes-
1

GB/T15651.5—2024/IEC60747-5-5:2020




